Deneyde Single Stage BJT Amplifier tasarimi yapmamiz isteniyor. Burada amag,
BJT’nin tasarim kriterlerini teorikte ve pratikte uygulamaktir.

On calismada Sekil 1’de verilen devrede, verilen B degerleri icin diren¢ hesaplamasi
yapmistik. Deney oncesinde aldigimiz transistoriin hangi  degerine yakin olduguna bakarak
o direng degerlerini istek formuna yazdik. Bu direnclerle deneye basladik.
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1) DC analiz;
Devrenin QQ point degeri ;
Icq =3.4mA
Vegq = 3,10 V

Max. V peak to pesk undistoried C1K1$ Voltajini hesaplarsak : 15— Vegg = 15— 6.2 = 8.8V

2) Voltaj kazancim hesaplamak igin, giris sinyalinin frekansim1 5kHz , genligini ise 100mV
olacak sekilde ayarladik. Osiloskoptan yaptigimiz dl¢iimde ¢ikis voltaji Vou= 1,38 V

Vin

Ay = Vou/ Vin=1.42/0.0992

Ay =144V



3) Cikis ve giris voltajlan arasindaki iliskiyi (Ay) incelerken, giris sinyalimizin genligini
yavasca arttirdik. Osiloskobu X-Y moduna aldik, small sinyal girisi altinda kurdugumuz

devrenin tepkisi lineer bir sekildedir. Bu lineerligin bozuldugu voltaj degerini gozlemledik, bu
deger Vout(peak to peak) — 7,9 V ’dur.

4) Giris sinyalimizi yavas yavas arttirdik ve fonksiyon iiretecimizin ¢ikisim iicgen yaptik.

Ciinkii, bu clipping olayimm daha iyi gozlemlememize yardimci oldu. Peak to peak max.
undistorted cikis voltaji;

vaut,unclipped max = 6,3 V

Bu deger goriildiigii gibi “V ceqpeak-wo-peay = 6,2V” voltaj degeriyle cok yakin bir degere
sahiptir.

5) Bu boliimde yiikseltecimizin giris direncini hesapladik. Giris sinyalinin peak to peak

degerini 100 mV olarak ayarladik. Sinyal iireteci ile C; kapasitoriiniin arasina 10kQ” ik bir
direnc bagladik.
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figured

Va= Vi x (10k / R, + 10k)
Vs =100 mV x ( 10k / 13k + 10k)

Va= 43.5mV



